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AP14871061:"Әртүрлі химиялық табиғаттағы қоспаларды 

бір уақытта енгізу арқылы модификацияланған фазалық 

жады бар жартылай өткізгіштер қабықшаларының құрылымы 

және электрондық процестері". 0122РК00882. 

Жоба өзектілігі 

 

Жобаның идеясы ақпаратты электрлік және оптикалық 

жазу параметрлерін тиімді басқару үшін әртүрлі химиялық 

табиғаттағы қоспаларды бір уақытта енгізу арқылы фазалық 

жады бар халькогенидті жартылай өткізгіштердің 

қабықшаларындағы құрылым мен электрондық процестердің 

аралас қоспалық модификациясы болып табылады. 
Жоба мақсаты 

 

Әртүрлі химиялық табиғаттағы қоспаларды (азот және 

висмут) бір мезгілде енгізу арқылы модификацияланған 

халькогенидті жартылай өткізгіштер қабықшаларындағы 

шыны-кристалл фазалық ауысу кезінде құрылымдық түрлену 

заңдылықтарын және электрондық процестерді анықтау, осы 

материалдарды ақпаратты оптикалық және электрлік жазу 

мақсатында тиімді пайдалану мүмкіндігін байқау.  

Жоба міндеттері 1-міндет. Аморфты құрылымы бар висмутпен 

модификацияланған (a-GST<Bi>) жұқа GST қабықшаларын 

жоғары жиілікті магнетронды тозаңдату әдісімен алу. 

Күйдіру мен лазерлік сәулелендіру әсерінен олардың 

құрылымының трансформациясы мен аморфты және 

кристалдық күйдегі фазалық құрамын зерттеу.  

Бұл a-GST<Bi> қабықшаларындағы Bi оңтайлы 

концентрациясын анықтауға мүмкіндік береді, бұл аморфты 

күйден кристалды күйге өту кезінде пленка құрамының 

сақталуын қамтамасыз етеді. 

2-міндет. Аморфты құрылымы бар азотпен 

модификацияланған (a-GST<N>) жұқа GST қабықшаларын 

жоғары жиілікті магнетронды тозаңдату әдісімен алу. 

Аморфты және кристалды күйлердегі қабықшалардың 

құрылымын, фазалық құрамын, электронды қасиеттерін 

зерттеу. Күйдіру мен лазерлік сәулелендіру кезінде a-

GST<N> қабықша құрылымының трансформациясын және 

ауысу мен жад әсерлерін зерттеу. 

Бұл a-GST<N> пленка құрылымының кристалдық күйге 

фазалық ауысу температурасы, күйдіру және лазерлік 

сәулелену кезіндегі құрылымның трансформациясы, ауысу 

және жад әсерлерінің параметрлері туралы деректерді 

алуға және ақпаратты тиімді көп деңгейлі жазу үшін 

пленкалардағы азоттың оңтайлы концентрациясын 

анықтауға мүмкіндік береді. 

3-міндет. Аморфты құрылымы бар (a-GST<Bi+N>) азот 

пен висмут қоспаларымен бір мезгілде модификацияланған 

жұқа GST қабықшаларын  жоғары жиілікті магнетронды 

тозаңдату әдісімен алу. Аморфты және кристалды күйлердегі 

қабықшалардың құрылымы мен электрондық қасиеттерін, 

күйдіру және лазерлік сәулелену кезінде олардың 

құрылымының трансформациясын және осы пленкалардағы 



ауысу мен жад әсерлерін зерттеу. Bi және N қоспаларының a-

GST қабықшаларындағы электронды күйлердің 

энергетикалық спектріне әсерін талдау. Ақпаратты тиімді 

оптикалық және электрлік жазу үшін a-GST<Bi+N> 

қабықшаларын алу үшін ғылыми ұсыныстар әзірлеу. 

Бұл бірінші рет мүмкіндік береді: висмут пен азоттың а-

GST<Bi+N> қабықша құрылымының кристалдық күйге 

фазалық ауысу температурасына әсері туралы деректерді, 

олардың құрылымының күйдіру және лазерлік сәулелену 

кезіндегі трансформациясы туралы деректерді, ауысу және 

жад әсерлерінің параметрлерін алу және ақпаратты 

эффективті көп деңгейлі оптикалық және электрлік жазу 

үшін а-GST<Bi+N> қабықшаларының оңтайлы құрамын 

анықтау. Алынған нәтижелерді талдау фазалық жады бар 

жартылай өткізгіш материалдардағы электрондық 

күйлердің энергетикалық спектріне әртүрлі химиялық 

табиғаттағы қоспалардың бірлескен әсерінің физикалық 

негіздерін анықтауға мүмкіндік береді. 

Күтілетін және қол 

жеткізілген нәтижелер 

Электрлік және оптикалық ақпаратты тиімді көп деңгейлі 

жазу үшін Ge2Sb2Te5 (GST) құрамының модификацияланған 

жұқа қабықшалары негізінде перспективалы бәсекеге 

қабілетті материалды алуға арналған ғылыми және 

практикалық ұсыныстар. 

Жобаны орындау нәтижесінде фазалық жады бар 

материалдар физикасын дамыту үшін маңызды іргелі маңызы 

бар жаңа ғылыми нәтижелер алынады. Бұл ретте жобамен 

айналысатын жас ғалымдардың ғылыми потенциалы 

айтарлықтай артады. Осылайша, жобаны іске асыру 

Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық және 

ғылыми-техникалық дамуының өзекті міндеттерін шешуге 

үлес қосуды қамтамасыз етеді. 
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